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１．概要（Summary） 

LED 作製のための要素実験として ICP-RIE のエッチ

ングレートの条件出しを行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマアッシャー 

スパッタ装置(芝浦) 

触針式段差計 

化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE)  

赤外線ランプ拡散炉(RTA) 

高圧ジェットリフトオフ装置 

 

【実験方法】 

ITO：スパッタ装置(芝浦)で充填ガス=Arガス(10sccm)、 

RF power=200 W、 成膜圧力=0.5 Paの条件で 25分

間成膜を行い、ITO を 500 nm 堆積させた。その後パタ

ーニングを行い、ICP-RIEでエッチングを行った。今回は

Bias と APCの条件を変化させてエッチングレートの違い

を調べた。エッチング条件は Table 1 のとおりである。今

回は Bias と APC圧力を変化させて評価を行った。 

 

Table 1 ITO etching condition. 

 サンプル 1 サンプル 2 サンプル 3 

Time[min] 15 15 15 

ICP[W] 100 100 100 

Bias[W] 20 30 20 

APC[Pa] 0.5 0.5 5 

BCl3[sccm] 20 20 20 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

サンプル 1ではエッチングレートは 29 nm/minであった。

サンプル 2は 15分間のエッチングで ITOがなくなってお

り、エッチングレートは不明であった。このエッチングレート

は 33 nm/min 以上であるため、Bias 値を高くするとエッ

チンレートは高くなることが分かる。 

対して、APCを上げたサンプル 3では 4 nm/minであっ

た。これは BCl3 の圧力が増えたことでイオンが十分な速

度に達する前に電離していないBCl3分子とぶつかる確率

が上がり、プラズマ密度が減ったのではないかと考えられ

る。 

今後、条件を変えてさらにエッチングレートの特性を調べ

るとともに、サイドエッチングによる表面の形状について調

べる予定である。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


